HINSTYTUT TECHNOLOGH ELEKTRON IOWE

BIPOLARNA PAMIEC PROGRAMOWALNA
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« Rys.l.Rozklad wyprowadzeni
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OPIS UKIADU

UCY 74S287/UCY 74S387/ jest 102u-bitowa programowalng pamiccig
sta?®g zorganizdﬁanq w 256 sidw Y4 bitowych. Jest monnlitycznym

bipolarnym ukladem_scalonym wykonanym technologia TTLS.

" Uk%ad zawiéra Hekodery adresu, dwa wejscia ze2walajqeé, matryce
pamieci oraz wyjécie z otwartym koleKtorem /UCY 745387/ lub'tﬁéj;
stanowe /UCY 74S287/. Niezaprogramowana pamig¢¢ daje na wyjsciach
stan niski. Jedno lub oba wejdcia zezwalajace w_stanie wysokim

powodujg ustawienie wyjéé:ﬁ stan wysokiej impedancji.

Wysoki star wyjs$¢ moze by ¢ eléktrycznie zapﬁogramowany_dla okre~
$lonego bitu. Te same wejééia adresowe uzywane s3 do odczytu
1 do programowania. Ciag Ampulséw programujacych nreézentuje rys. 3.
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Rys.3.Impulsy programujace /CEZ w stanie niskim/. -

‘tl - czas narastania, nie wiekszy niz 10 Vfus
t = 1/2 okresu; wartos$é poczatkowa okresu l/us

wzrasta liniowo do wartosci 8/us w czasie 100 ms.



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNL

PARAMETRY STALOPRADOWE

Jedn.! Wartoéc¢ oHaram,
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PARAMETRY DYNAMICZNE'

Nazwa Oznaczenie | . : Warto$é param. Warunki
oo ha . : Jedn.
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Rys.U.Ksztatt obudowy typu Al9c 16-wyprowadzeniowe j

t

Wymiary.oquowy

Symbol wymiaru. wymiary [mm]. " Kat
i f1 sstopnie
min. nomei = max. -
A - - 5 = -
A 0,51 2 s -
b 0,38 - 05:59 -
c’ 0,20 - 0,36° =
- - 20,36 -
e - 2,54 = 2 -
ey - 7,62 = 2
L 2,54 - 4,50 -
ME - - 8,30 -
0 - - = 0:15
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